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La presente invención se r e f ie r e  a lo s  a is la d o re s  

e lé c tr ic o s  que presentan una in se n sib ilid a d  mejorada a l a  con­

taminación y , más particularm ente, a aqu ello s cuyos d ie léctricos! 

son de v id rio  ó de porcelana.

Se sabe que l a s  contaminaciones a tm osféricas pueden 

conducir, sobre l a  su p e r fic ie  de lo s  a is la d o r e s , a l a  formación 

de depósitos conductores.

La r e s is te n c ia  e lé c tr ic a  a l n iv e l de la  capa sq ^ g if i-  

c i a l  del a is la d o r  no es uniforme por lo  que se comprueba, en
*  t-

medio húmedo, l a  presencia de zonas secas en s e r ie  con zohag 

húmedas.

Ai n iv e l de e s ta s  zonas se c a s , pueden p r o d u c ir í a n -  . 

tonces grad ien tes de tensión , mucho más elevados que a l  n ivel 

de l a s  zonas húmedas, y su sce p tib le s  de a lcan zar e l  umbral-de 

descarga e lé c t r ic a  en e l a í r e .
' r y

Además cuando l a  extensión de l a s  zonas se c a s  alcan­

za una c ie r ta  proporción de l a  longitud  d e l a is la d o r , se  produ­

ce entonces un contorneado completo de e ste  último que entraña 

un co rto -c irc u ito  para l a  red y su puesta fu era  de se r v ic io .

Con e l  f in  de p a l ia r  e sto s inconvenientes, se  ha pro­

puesto ya en la  patente americana USP 3 795 499 para lo s  a i s l a ­

dores de porcelana y en l a  patente in g le sa  na 1 240 854 para 

lo s  a is la d o re s  orgán icos, r e v e s t ir  l a  su p e r fic ie  del d ie lé c t r i ­

co con una capa sem i-conductora, de r e s is t iv id a d  que no varíe  

en función de l a  co rrien te , por ejemplo un esmalte semi-conduc- 

to r ,  con e l f in  de yuxtaponer a l a  capa contaminada de r e s i s t i ­

vidad ir re g u la r  una capa subyacente de r e s is t iv id a d  constante 

con e l  f in  de con tro lar la  d istr ib u c ió n  de poten cial a lo  largo  

d el a is la d o r .

-1-

Sin embargo, e s ta  so lución  no es completamente s a t i s - ¡
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fa c to r ia .

En e fe c to , s i  l a  corrien te  que pasa en la  capa semi­

conductora no e s netamente su p erio r a l a  que pasa en l a  capa 

contaminada, l a  capa semi-conductora no juega prácticamente nin­

gún papel ya que es l a  capa contaminada l a  que f i j a  l a  d is tr ib u ­

ción  del p o ten c ia l, de forma ir re g u la r .

Por e l  co n trario , s i  la  co rrien te  que pasa en l a  capa
a

semi-conductora es netamente más importante que l a  que pasa en 

l a  capa contaminada, lo s  fenómenos que re su lta n  de l a  yuxtaposi­

ción  de l a s  zonas secas y de l a s  zonas húmedas no pueden ^produ­

c ir s e ,  pero l a s  pérdidas de energía son entonces demasiado^ele­

vadas como para que e s ta  so lución  sea  económicamente aceptab le . 

Además, e sta  so lución  no es f ia b le  en e l  tiempo. "
v t *

A sí pues se e stá  obligado a adoptar una solucionada 

compromiso, que no es de hecho s a t i s f a c t o r ia  mas que para lo s 

casos de contaminación l ig e r a .  *' 7 !

A sí, con un revestim iento semi-conductor de r e s i s t i v i ­

dad d efin id a , no se  puede, en e l  caso de contaminación importan­

te ,  más que atenúar lo s  d efecto s exp licados anteriorm ente pero 

no pueden suprim irse .

La presente invención permite remediar e sto s  inconve­

n ien tes.

La presente invención tiene por objeto un a is la d o r  

e lé c tr ic o  que presenta una in se n sib ilid a d  mejorada a la  conta­

minación que comprende un cuerpo de un m ateria l d ie lé c tr ic o  del 

t ip o  que comprende un revestim iento externo semi-conductor, ca­

rac terizad o  porque e l c itad o  m aterial d ie lé c tr ic o  se  e l ig e  entre 

e l  v id r io  y l a  porcelana, porque e l  c itado  revestim iento e stá  

con stitu id o  por un depósito de cerámica que comprende, e se n c ia l­

mente, óxido de cinc combinado con a l  menos un óxido m etálico qug
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forme una no lin e a lid a d  en l a  c a r a c te r ís t ic a  ten sión -corrien te  

d e l c itado  óxido de c in c, t a l  que I  = kV^y con "^-comprendido 

entre 20 y 50, estando comprendido e l espesor del c itad o  reves­

tim iento entre 0,05 y 0,5 mm.

A t í t u lo  de ejemplo, en e l  revestim iento según la  

presente invención, una v ariac ió n  de l a  densidad de corrien te  

d el orden de 10^ corresponde una v ariac ió n  del grad iente de
Wtt .

tensión  próxima a 2. El co e fic ien te  k yc^ son c a r a c te r ís t ic a s  

del m aterial y de la s  dimensiones geom étricas (principalm ente 

lín e a  de fuga del a is la d o r , espesor d e l revestim ien to ).
*,̂  *t

E l contenido en óxido de cinc en e l rev estim ien ta 'es 

ventajosamente superior a l  90 %.

El citado óxido m etálico se  e l ig e ,  ventajosam ente,

del grupo formado por e l  óxido de bismuto, e l  óxido de mHj.gane-
 ̂ * * * * so , e l  oxido de cobalto , e l  óxido de cromo, e l  óxido de gailm o-

n io . '

La c a r a c te r ís t ic a  p a r t ic u la r  d e l revestim iento a base 

de óxido de cinc u t iliz a d o  en e l ámbito de la  presente invención 

es l a  de que e v ita  la  formación lo c a l  de arcos a l  n iv e l de l a s  

zonas se c a s . La d istr ib u c ió n  del campo e lé c tr ic o  en l a  su p e rfi­

c ie  del a is la d o r  e s tá  mejorada y se previene a s í  e l  arco de con 

torneado.

A sí, en caso de contaminación importante, teniendo 

en cuenta l a s  c a r a c te r ís t ic a s  e lé c t r ic a s  de l a  capa a base de 

óxido de c in c , cuando la  in tensidad aumenta muy fuertemente en 

l a  capa de óxido de cinc, l a  tensión  puede e s ta b i l iz a r s e  por 

debajo del umbral de contorneado en e l  a ír e .

A p a r t ir  del momento en que l a s  perturbaciones que 

re su lta n  de l a  contaminación disminuyan, la  co rrien te  retorna 

a un valor muy pequeño que no crea pérdida sen sib le  de energía. [t

-3 -
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Este funcionamiento se  vuelve a encontrar en caso de 

polución l ig e r a ,  que entraña entonces una corriente muy déb il 

en l a s  zonas contaminadas; l a  corriente en l a  capa su p e r f ic ia l  

a base de óxido de cinc es generalmente muy d éb il, no creando 

pérdidas se n s ib le s  de en ergía .

Otras c a r a c te r ís t ic a s  de l a  presente invención se  pon­

drán de m anifiesto  por medio de l a  descripción  que sig u e  y del 

dibujo adjunto en e l aue:
., *?*La f ig u ra  1 representa esquemáticamente en sección

p a rc ia l una parte  de un a is la d o r  según l a  presente invención,
* * .

La f ig u ra  2 es rep re sen ta tiv a  de l a s  c a r a c te r ís t ic á s  

e lé c tr ic a s  del óxido de c in c dopado que en tra  en l a  co n stitu ­

ción  del revestim iento según l a  presente invención y de u n 'és-
.

malte semi-conductor u t iliz a d o  según e l a r te  an terio r  para**él*

revestim iento de lo s  a is la d o r e s . *..**.*

En l a  f ig u ra  1 se  ha representado un segmento l 4 e * &n  

a is la d o r  con stitu id o  por un conjunto de elementos a is la n te s  ta ­

l e s  como 2 . Cada elemento 2 comprende substancialm ente un d ie­

lé c t r ic o  3 de v id r io  ó de porcelana por ejemplo, dotado con un 

capó m etálico 4 y con un vastago m etálico de so lid a r iz a c ió n  5-

Según l a  presente invención, e l  d ie lé c tr ic o  3 e stá  

rev estid o  esteriorm ente con una capa delgada 6 a base de óxido 

de cinc dopado con a l  menos otro óxido m etálico .

La capa 6 puede presentar un espesor comprendido én­

t r e  0,05 y 0 ,5  mm.

Se darán a continuación, a t i t u lo  i lu s t r a t iv o  y, de 

ningún modo lim ita t iv o , t r e s  ejemplos de composición de una 

capa de revestim ien to :

Para 10 gramos de m aterial de revestim ien to :
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Primer ejemplo

ZnO 9,6682 g %

BigO^ 0,2796 g %

MnOg 0,0522 %

Segundo ejemplo

ZnO 9,1171 g %

B i2 °3 0,2691 g %

MnOg 0,0502 g %

C°3°4 0,1391 g %

Ci*2°3 0,0878 g %
SbgO^ 0,3367 g %

Tercer ejemplo

ZnO 9,1171 g %
Hi2°3 0,2691 g %

MnO- 0,0502 g %
° °3 °4 0,1391 g %

°*2 °3 0,0878 g %

S*2 °3 0,3367 g %

La mezcla se  f r i t a  a 

10 gramos de producto, se  agre,

en moles 99 

en moles 0 ,5  

en moles 0 ,5

en moles 97,0 

en moles 0 ,5  

en moles 0 ,5  

en moles 0,5 

en moles 0,5 

en moles 1

en moles 97,0 

en moles 0,5 

en moles 0 ,5  

en moles 0,5 

en moles 0,5 

en moles 1

1250^0 y a continuación, para 

?an 0,5 moles de BigO^ (0,2691

gramos de BigO^).

La composición y e l  espesor de l a  capa de revestim ien 

to  se  a ju stan  en función de la s  c a r a c te r ís t ic a s  e lé c t r ic a s  de­

sead as para l a  c itad a  capa.

La forma del a is la d o r  in terv ien e igualmente.

La colocación del revestim iento a base de óxido de

cinc puede r e a l iz a r se  según d iferen tes procedim ientos.

A sí, con un a is la d o r  que comprenda un d ie lé c tr ic o  de 

. porcelana, se comienza por r e a liz a r  e l  c itado  d ie lé c tr ic o .

El m ateria l destinado a c o n s t itu ir  e l revestim iento
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se  prepara de l a  forma sig u ie n te :

La mezcla pulverulenta de óxido de cinc y de lo s  óxi­

dos m etálicos ad ic io n ale s se  homogeneiza y se  t r i tu r a ,  a con ti­

nuación su fre  un p re fritad o  a l  a íre  ambiente hacia 700^0 durante 

dos horas; l a  mezcla calc in ada se  t r i t u r a .  Preferentemente se  

incorpora a l a  misma a continuación un aglu tin an te  h id ráu lico ; 

se  seca  e l  conjunto por medios convencionales y se vuelve a t r i ­

tu ra r  l a  mezcla obtenida: l a  granulom etría es entonces del.orden
.1 *

de l a  miera.

El polvo se  conforma, por ejem plo,por proyección ó.
* *  .

por depósito b a jo  vacio , en forma de una capa sobre l a  su p e rfi­

c ie  externa d e l d ie lé c tr ic o . E l espesor de l a  capa se  e lig e  su­

f ic ie n te  como para que sea  compatible con lo s  ca len tam ien to  "
*  *  .

que deberá s u f r i r  en e l  tran scurso  del funcionamiento d el a i s l a ­

dor y en función de l a s  c a r a c te r ís t ic a s  e lé c tr ic a s  buscada^,*..'

Igualmente, para un a is la d o r  de v id r io , e l  depós^to-de 

la  capa a base de óxido de cinc puede r e a l iz a r se  principalmente 

por l a s  técn icas de depósito  bajo vacio  y de depósito por proyec 

ción .

En l a  f ig u ra  2 se  ha llevad o , en ordenadas, e l lo g a r it  

mo del gradiente de tensión  E en kV/cm y en a b sc isa s  e l lo g a r i t -  

mo de l a  densidad de corrien te  J  en amperios/cm .

Las medidas se Iban hecho a 25°C. La curva (A) es r e la ­

t iv a  a un m ateria l que responde a l a  composición del.p rim er ejem 

pío precitado y la  curva (B) a un esmalte semi-conductor u t i l i ­

zado según e l  a r te  an terio r para e l revestim iento de un a is la d o r . 

Como se  puede comprobar muy claramente en la  curva

(A),  cuando la  densidad de corriente v aría  de 10"^ a 10 , es
¿r

d ec ir  en una re la c ió n  de 10 , la  tensión  no v a r ía  in c lu so  en una 

re la c ió n  2, m ientras que en e l  caso del esm alte semi-conductor ¡
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( curva B ), cuando l a  in ten sid ad  v aría  en l a  re lac ió n  10, l a  ten­

sió n  v a r ía  igualmente en l a  misma re la c ió n  10.

Para e l  óxido de cinc adicionado con óxidos m etálicos, 

l a  curva (A) responde a l a  ecuación: I  = k V=k , estando Jk com 

prendido entre  20 y 50.
S i b ien  ta le s  propiedades e lé c t r ic a s  han sid o  u t i l i z a ­

das ya en e l campo de lo s  pararrayos, hay que señ a lar  que e s ta

ap licac ió n  d i f ie r e  totalm ente de la  d e sc r ita  en la  p resen ta .so -
* * * *

l i c i t u d  y que lo s  re su ltad o s observados en e l  caso de lo s  para­

rrayos no pueden tran sp ortarse  a lo s  a is la d o re s  que constituyen 

e l  objeto de l a  presente so lic itu d ..

En e fec to , en lo s  pararrayos, l a  intensidad de l a  co­

rr ie n te  que a tr a v ie sa  e l óxido de cinc es muy im portante, súpé-
.  - .

r io r  a 1000 amperios y puede alcanzar 30000 amperios, mientras
*  * * <

que en e l a is la d o r  según l a  presente invención, l a  intensidad* 

se s itú a  entre e l  miliamperio y e l amperio.

Se deduce en p a r t ic u la r  que l a  sección  de óxido de 

cin c dopado a travesad a  en un pararrayos e s mucho más importante 

que l a  sección  d el revestim iento del a is la d o r  según la  presen­

te  invención.

En e l  caso d e l a is la d o r  según l a  presente invención, 

l a  acción  de l a  capa a base de óxido de cinc es lo c a l  y se  mani­

f i e s t a  en v a r io s  puntos según in te rv a lo s de tiempo demasiado 

corto s s in  entrañar l a  in terrupción  del se rv ic io .

Por e l  co n trario , en lo s  pararrayos, la  acción  es in s­

tantánea; se r e f ie r e  a la  to ta lid ad  del pararrayos, que es a tra ­

vesado por completo y entraña l a  detención d el se rv ic io  por aper 

tura de lo s  d isyuntores de protección  de la, lín e a .

Evidentemente l a  presente invención no e stá  lim itada 

en modo alguno a l  modo de re a liz a c ió n  d e sc r ito  y representado

-7-
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que se  ha dado a t í tu lo  de ejemplo* en p a r t ic u la r  l a  presente 

invención puede ap lic a rse  a  a is la d o re s  d el tipo  soporte ó de 

o tro s t ip o s .

D escrita  suficientem ente l a  n aturaleza d e l invento* 

a s í  como l a  manera de r e a l iz a r lo  en l a  p rác tica * debe hacerse 

con star que l a s  d isp o sic io n es anteriormente indicadas son sus­

ce p tib le s  de m odificaciones de d e ta lle  en cuarto no altereK 'SR  

prin cip io  fundamental. *

REIVINDICACIONES

1. -  A islador e lé c tr ic o  ( 1 ) d el tip o  que presenta*'ajiá

in se n sib ilid a d  mejorada a l a  contaminación* caracterizado  porque

comprende un cuerpo de un m ateria l d ie lé c tr ic o  (3) con un raw^s

tim ianto externo semi-conductor, e lig ién dose  e l  c itado  matánigl

d ie lé c tr ic o  en tre  e l  v id r io  y l a  porcelana* estando constitu ido
* * * *

e l  c itado  revestim iento (6) por un depósito  de cerámica qué*,**
* * * *

comprende esencialm ente e l  óxido de cinc adicionado con a l  me­

nos un óxido m etálico que forma una n o-lin ealid ad  en l a  caracte­

r í s t i c a  ten sión -corrien te  del citado óxido de cinc t a l  que 

I  = kVcA * con comprendido entre 20 y 50* estando comprendi­

do e l  espesor d e l c itado  revestim iento entre 0*05 y 0*5 mm.

2 . -  A islador e lé c tr ic o  según l a  re iv in d icación  1* ca­

racterizad o  porque e l  contenido en óxido de cinc en e l  re v e s t i­

miento es su perior a l  90 %.

3 . -  A islador e lé c tr ic o  según una de la s  re iv in d icac io ­

nes 1 y 2* caracterizado  porque e l  óxido m etálico se  e l ig e  del ; 

grupo formado por lo s  óxidos de bismuto* manganeso* cobalto* ! 

cromo y antimonio. ¡

4 . -  A islador e lé c tr ic o *  t a l  y como queda sustancialmeni

te  d e sc r ito  en l a  presente Memoria* e ilu stra d o  en e l  dibujo ad ¡ 

junto. !
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E sta  Memoria consta de 9 h o jas e s c r i t a s  a máquina por 
una s o la  cara .

Madrid,

Societe  Anonyme d ite :  CERAVER.

* *
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